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ダイヤモンドのパワーデバイス応用において、高温動作特性は重要な指標である。これまで我々

はダイヤモンド表面を水素終端（C-H）化することによって表面に誘起される 2DHG をチャネル

に利用した C-Hダイヤモンド MOSFET を作製し、10~673 Kでの安定動作[1,2]、高い絶縁破壊電圧

特性[3]を報告してきた。本研究では、200nm 以上の厚いゲート絶縁膜およびパッシベーション膜

を有するMOSFET を作製し、高温での FET の耐圧を評価し、C-H ダイヤモンドMOSFET におけ

る高温高電圧下での動作を検討した。 

Ib(100)基板上に CVDによってアンドープ層を成膜、C-H 化を施し、原子層堆積法 (ALD) を用

いて Al2O3膜をパッシベーション膜及び絶縁膜として 200 -400 nm堆積させたデバイスを作製し、

デバイスの動作特性の温度依存性を評価した。本研究では673 Kまでの温度範囲で測定を行った。

573 Kでの IGS - VDS 特性を Fig.1に示す。573 Kという高温において正常に動作していることが確

認できる。Fig.2 に 473 K及び 573 Kにおける絶縁破壊特性を示す。両温度においても 1000 V を

超える高い絶縁破壊電圧が得られた。Fig.3 に各温度の IDS-VGS特性を示す。Fig.3 より室温におい

てはオン/オフ比が 108、573 K の高温においてもオン/オフ比が 106 を超える高い値が得られてい

る。バルク伝導を利用した MOSFET ではキャリア活性化率が温度依存性を持つため、オン電流が

大きく変動するが、C-H ダイヤモンドにおける 2DHG はキャリア活性化率が高く、広い温度領域

において変動が少ない。高温においては下地 Ib基板の窒素がキャリア活性化してリーク電流が増

加するため、高純度結晶基板の検討も重要である。 
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Fig.1 573 K における IDS-VDS特性 

 

Fig.2 473, 573 Kにおける耐圧特性 Fig.3 室温, 573 Kにおける IDS-VGS特性 
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